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СХЕМА ПИТАНИЯ ТЕРМОСТАТИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ

ВОСПРОИЗВОДИМОГО ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛООКСИДНЫХ НАНОСТРУКТУР

Схема питания, основанная на элементе Пельтье, разработана для специальной двухэлектродной цилин-
дрической политетрафторэтиленовой электрохимической ячейки (ПЭЯ), состоит из источника питания
мощностью 100 Вт, микроконтроллера PIC18F2520, терморезистивной наноструктуры (ТН), драйвера
ШИМ ключа, импульсного стабилизатора и позволяет в реальном времени осуществлять мониторинг и
управление на базе среды LabVIEW.

Воспроизводимое управляемое формирова-
ние металлооксидных наноструктур с улучшен-
ными характеристиками в последнее время при-
обретает все большую актуальность. В связи
с чем особый интерес вызывает конструкция
оснастки, – ПЭЯ для анодирования вентильных
металлов на Si пластине. Такая ячейка долж-
на удовлетворять ряду требований, но особенно
важным является контроль и управление темпе-
ратурой экспериментального образца в процессе
анодирования.

I. Термостатированная
электрохимическая ячейка

Схема питания термостатирования была
разработана для специальной двухэлектрод-
ной цилиндрической ПЭЯ, конструкция которой
представлена на Рис. 1.

Рис. 1 – 3D модельное представление ПЭЯ

Термостатирование было разработано на
элементе Пельтье мощностью 60 Вт, встроенном
в основание ПЭЯ, на поверхности которого бы-
ла сформирована ТН на основе анодированной
двухслойной системы Al/Nb [1] для организации
обратной связи. Исследованный диапазон изме-
рений температур ТН от -30 до 105◦С. Расче-
ты показали, что система кулер-радиатор спо-
собна отводить до 70 Вт мощности от элемен-
та Пельтье, что позволяет сформировать эффек-

тивную систему термостатирования для воспро-
изводимого формирования металлооксидных на-
ноструктур.

II. Схема питания

Схема питания термостатированной ПЭЯ
состоит из источника питания мощностью 100Вт,
микроконтроллера PIC18F2520, ТН, драйвера
ШИМ ключа, импульсного стабилизатора, сило-
вая часть которого состоит из МОП-транзистора
IRF7313, диода и дросселя. Схема работает сле-
дующим образом. Ток, напряжение питания, на-
пряжение на элементе Пельтье, сопротивление
ТН измеряются и подаются на микроконтроллер
PIC18F2520, который определяет скважность
ШИМ. В зависимости от скважности ШИМ из-
меняется ток и напряжение питания элемен-
та Пельтье. Для более прецизионного термоста-
тирования микроконтроллер способен регулиро-
вать обороты кулера. Особенностью разработан-
ной схемы является возможность обмена данны-
ми между ПК и контроллером PIC18F2520 че-
рез COM порт, что позволяет в реальном вре-
мени осуществлять мониторинг и управление
всей системой термостатирования на базе среды
LabVIEW.

III. Выводы

Разработанная система питания и кон-
струкция ПЭЯ позволяет формировать уникаль-
ные наноструктуры с заданными характеристи-
ками, которые используются для формирования
электронных приборов нового поколения.
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